Funktionsweise der Diode als Detektor im mV/ uV- Bereich
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Abb. 1. Definition des Nullpunkt-Widerstandes
und des Durchlofwiderstandes an der u/i-Kennlinie
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Die Symmetrie um den Nullpunkt herum lift keinen
Unterschied zwischen DurchlaB- und Sperrichtu

ng erwarten, es sollte nicht funktionieren.

Tut es aber.
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Ich setze voraus, dal am Schwingkreis durch die
Resonanz- Spannungsiiberhéhung 5 mV Speisung zur Verfiigung stehen.
Bei 5 mV zeigt die Kennlinie ja einen deutlichen Unterschied.

Der Lastwiderstand = Ubertrager hat 100 KOhm an der geg. Anzapfung. Da flieBen bei 5 mV
=50 nA.

Die Diode hat einmal einmal 10 KOhm einmal 20 KOhm (Strom 500nA/ 250 nA

bei SmV laut Ihrer Kennlinie.

Der Unterschied ist 10 KOhm.

Bei 50 nA bei durch Diode und RL ist die Spannungsdifferenz iiber 10 KOhm

aber... S50pV.

Genau das zeigen Messungen und die Simulation in LTspice.
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